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Vi Lamenmenom e ADY 22,23, 24,25

Ausfiihrung
Legierte pnp-Germanium-Flichentransistoren, MetallgehBuse, kaltverschweillt, mit Getter.
Kaollektoranschlul liegt am Gehédwse, Emitter und Basis sind gekennzeichnet,

Verwendung

Transistoren fur kemmerziella Anwendungen.

Z. B, NF-Verstirker, Gegentaktendstufen von etwa 25 W,
Gleichspannungswandler und Wechselrichter fir transistorisierte Stromversorgungs-
ginheiten sowie zur Verwendung in der industriellen Regelungstechnik,

Abmessungen
(Male in mm)
Gehduse TD-3 =025
L ] R -
I 83
| I
| - 13
&= O o
| - —
1 ! (-
|.-.1:i,z -
=301 - b
—y - 40 — - 2] -

Grenzdaten
ADY | ADY hDYIADY|
2 | ® | 24 |25
Verlustleistung Ty =125°C Ptot | siehe Pyoy = f(T)
Kollektor-Basis-Spannung —Ueceo 30 &0 &0 | 100 W
Kollektor-Emitter-Spannung . Uceo 15 40 ‘ 40 G W
| =Ugev”® 15 40 40 | 6D )
Ucey™ 30 80| B0 | 100 W
Emitter-Basis-Spannung Ugeo 12 12 12 12 W
Kollektorstraom =Ig 10 10 10 1.5 A
Basisstrom —lg 2 2 2 2 A
Emitterstrom —lg 12 12 12 9.5 A
Sperrschichttemperatur | +T; 83 ‘C
Minimale |
Gehidusetemperatur —T 50 “C
Maximale Lagertemperatur +Tg a5 *C
Minimale Lagertemperatur —Te | 50 "C

*mit induktiver Last
**mit kapazitiver oder ohmscher Last
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ADY 22,23,24, 25

Statische Kenndaten bei Ty = 25 °C

-

AOY [ ADY

n | M [ 5
Kollektor-Basis- Ugg = 9V —lego 110 -
Reststrom
Kollektor-Emitter- —Upg =15V —lecen 65 -
Reststrom
Emitter-Basis- —Ugg =12 ¥ —lego 120 -
Reststrom
Kollektor-Emitter- —lc =104 —UcEeat 0.5 v
Restspannung
Basis-Emitter- —lg = 1A —Uge 07 v
Spannung
Gleichstrom- Uceg= 0 B 110 150
verstirkung —lg = 1A
Wirmewiderstand | (Sperrschicht-Gehiiuse) | Rine | 1,5 T

Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C

AR

Emitterschaltung

Stromverstarkung —Ugg= 5V hgqg.B 180
—lg =100 mA

Basizschaltung

Grenzfrequenz —Upgep= 6V fa 250 kHz
—lg = 10 mA

Fur Leistungstransistoren kann folgendes Montagezubehér geliefert werden:

1.

Eine Unterlegscheibe

Sie gewihrleistet einen guten thermischen Kontakt zwischen dem Transistor und der

Montageflache, Wird die Scheibe nicht benutzt, so kann das eine VergréBerung des

Wirmewiderstandes und damit eine Verringerung der zuldssigen Verlustleistung zur

Folge haben,

. Eine lsolierscheibe
Die aus eloxierten Aluminium bestehende schwarze Scheibe wird bendtigt, wenn das
elektrisch mit dem Kollektor verbundene Transistorgehiuse isoliert auf der Montageflache
befestigt werden soll. Die Unterlegscheibe soll zwischen die Isolierscheibe und den Tran-
sistor gelegt werden.

. Zwei lsolierrGhrchen

Sie dienen zur Isolierung der Befestigungsschrauben und werden in die entsprechendan

Bohrungen der Montagefliche eingesetzt.

Achtung!

Die Transistoren sind luftdicht versehlossen.

Wird dureh ein Verbiegen der Anschlisse die Glasisolation beschidigt, kann fir ein ein-

wandfreies Arbeiten des Transistars nicht mehr garantiert werden.
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ADY 22, 23, 24, 25
Prot = f (Ty)
W Transistor mit Kuhlfldche
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